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第 1図 7ラストレー ト単純立方格子｡
実線は強磁性,二重実線は反
強磁性ボンドを表わしている｡







クがあ り,すそが低温側にのびている｡ kT/J～ 1.0付近の肩はもう一つの山が隠されている




はないo z方向に沿った鎖内のスピンは低温になるにっれ,第 3図で示 されるように,ほぼ平




















るように4重 (全スピンの反転 を含めれば8重 )に縮退 しているQ また,励起状態も同じ4重
縮退である｡ スピンの配列ではなく,wrongボンドの配列に直接関係 した新 しい秩序変数 とし




{T= P(4)-p(4') † (1,
ここで,p(α)はa番 目のセル ･スピン構造をとる確率 を表わす｡ここではセルの全スピンを



































































































は Z方向とxy面内とでは温度変化が異ることが第 6図に示されている｡ Z方向は低温になる
につれ単調に増大していくが, ∬γ面内ではゆるい山があり,低温では秩序がまた失われるこ










































































され るK-T(Kosterlitz-Thouless)相的であり, azは0･5程度である0 -万a⊥はかなり温










東北大 ･工 松 原 史 卓
近年,種々のフラストレー ション系のスピン構造の問題が盛んに研究されてきている｡これら
の系の特徴は縮退した多くのスピン構造が存在し,それらの間のエネルギー障壁が大変小さい
ことである｡これらがフラストレーション系の特徴的なふるまいの原因となっている｡
これらの系では不純物は普通の強磁性系とは大変異なった働きをすることが期待される｡な
ぜなら,不純物はその周囲のスピン構造の縮退を解 くからである｡この縮退の解き方は一般に
不純物の空間的な位置によって異なる｡又,不純物の分布には確率論的な偏 りが生じることが
さけられない｡以上のことは,フラス トレーション系では,不純物が系の均一なスピン構造を破
壊する働きをすることを意味している｡
我々はフラス トレーション系の不純物効果についての定性的な議論を行い,この系では不純
物が強磁性系におけるランダム磁場 (ランダム磁場系 )と類似の働きをすることを明らかにし
た｡又,この系ではランダム磁場系にはない特性が見られる可能性があることを指摘 した｡こ
れらを確認するために三角格子反強磁性イジングモデル (強磁性的第二最近接相互作用を持っ)
のモンテカルロシミュレーションを行った｡議論から推測され,シミュレー ションによって確
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